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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース基板上に第１非晶質カーボン膜を形成する段階と、
　前記第１非晶質カーボン膜上に銅を含む金属物質で金属膜を形成する段階と、
　前記金属膜をパターニングして金属パターンを形成する段階とを有し、
　前記金属膜を形成する段階の後に、金属膜上に第２非晶質カーボン膜を形成する段階を
更に有することを特徴とする金属配線の製造方法。
【請求項２】
　前記第１非晶質カーボン膜は、窒素イオンがドーピングされることを特徴とする請求項
１に記載の金属配線の製造方法。
【請求項３】
　前記第２非晶質カーボン膜は、窒素イオンがドーピングされることを特徴とする請求項
１に記載の金属配線の製造方法。
【請求項４】
　前記金属膜をパターニングして金属パターンを形成する段階は、前記第２非晶質カーボ
ン膜上に前記金属パターンに対応するフォトレジストパターンを形成する段階と、
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第２非晶質カーボン膜及び金属膜をエッチ
ングして金属パターンを形成する段階と、
　前記金属パターン上に残留する前記フォトレジストパターンを除去する段階とを含み、
　前記フォトレジストパターンを除去する段階において、エッチングされた金属膜によっ



(2) JP 5254544 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

て露出した第１非晶質カーボン膜が同時に除去されることを特徴とする請求項１に記載の
金属配線の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属配線の製造方法に関し、より詳細には、配線不良を防止するための金属
配線の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示装置は、情報ディスプレイ及び携帯型電子装置分野で主に使用されて
いる。液晶表示装置は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を画素領域の透過光の強度を調節す
ることができるスイッチング素子として利用して階調表示をする。
【０００３】
　近年、液晶表示装置の大型化及び高解像度の開発によって、低抵抗金属配線開発の研究
が活発に行われており、特に、金属のうち、最も低い比抵抗を有する銅（Ｃｕ）を利用し
た配線工程開発は必須的であると言える。しかし、銅配線を表示基板の製造工程に適用す
るためには、銅イオンとシリコン（Ｓｉ）との高い反応性によってシリサイド形成及び隣
接した他の膜との低い接着力等の短所を有する。
【０００４】
　これを解決するために、従来には銅層の上部又は／及び下部に他の金属層を形成する二
重膜構造又は三重膜構造の金属配線を形成して銅イオンの拡散を防止したり、又、他の膜
との接着力を向上させる配線構造が開発された。しかし、このように互いに異なる金属層
を有する二重膜構造又は三重膜構造の金属配線を形成する場合、互いに異なるエッチング
特性によって均一なエッチングが困難で、配線不良が発生するという問題点を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、上記金属配線の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明による金属配線の製造方法は、ベース基板上
に第１非晶質カーボン膜を形成する段階と、前記第１非晶質カーボン膜上に銅を含む金属
物質で金属膜を形成する段階と、前記金属膜をパターニングして金属パターンを形成する
段階とを有し、前記金属膜を形成する段階の後に、金属膜上に第２非晶質カーボン膜を形
成する段階を更に有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る金属配線の製造方法によれば、非晶質カーボン膜及び低抵抗金属膜を含む
金属配線を形成することにより、低抵抗金属膜と隣接した膜との接着力を向上させること
ができるという効果がある。又、低抵抗金属膜から金属イオン（Ｃｕ＋）が隣接した膜に
拡散することを防止することができる。これによって、金属配線の不良を防止することが
でき、金属配線の信頼性を向上させることができるという効果がある。
【００１２】
　又、非晶質カーボン膜は、大面積に均一な厚みに蒸着が容易で、厚みの調節が容易であ
るという長所と、他の膜質とのエッチング選択比に優れるという長所、及びフォトレジス
トと類似の特性を有するという長所がある。このような長所によって、非晶質カーボン膜
の蒸着工程が容易で、フォトレジストを除去する工程時に除去が可能なので、別途の除去
工程が不必要である。従って、金属配線の製造工程を簡単化することができるという効果
がある。
【発明を実施するための最良の形態】



(3) JP 5254544 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

【００１３】
　次に、本発明に係る金属配線の製造方法を実施するための最良の形態の具体例を図面を
参照しながら説明する。
 
 
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態によるアレイ基板の平面図である。
　図１を参照すると、アレイ基板は、第１方向に形成された複数のゲート配線（ＧＬｎ－
１、ＧＬｎ）と、第１方向と交差する第２方向に形成された複数のソース配線（ＤＬｍ－
１、ＤＬｍ）と、ゲート配線（ＧＬｎ－１、ＧＬｎ）とソース配線（ＤＬｍ－１、ＤＬｍ
）によって定義される複数の画素部Ｐを含む。
【００１５】
　各画素部Ｐには、スイッチング素子（ＴＦＴ）１１０と、スイッチング素子１１０と連
結されるストレージキャパシタ１３０と、液晶キャパシタ（ＬＣＣ）の第１電極である画
素電極１７０が形成される。
【００１６】
　スイッチング素子１１０は、ゲート配線ＧＬｎと連結されるゲート電極１１１と、ソー
ス配線ＤＬｍと連結されるソース電極１１３と、コンタクトホール１５０を通じて画素電
極１７０と連結されるドレイン電極１１４を含む。ゲート電極１１１と、ソース及びドレ
イン電極１１３、１１４の間にはチャンネル部１１２が形成される。
【００１７】
　ストレージキャパシタ１３０は、ゲート配線ＧＬと同一金属層である第１電極１３１と
、ドレイン電極１１４と同一金属層で形成された第２電極１３２を含む。ストレージキャ
パシタ１３０は、スイッチング素子１１０がターンオフ状態である時、液晶キャパシタ（
ＬＣＣ）に充電された画素電圧を１フレーム間維持させる。
【００１８】
　ゲート配線ＧＬｎと、ゲート配線ＧＬｎから延長されたゲート電極１１１及びストレー
ジキャパシタの第１電極１３１は、ゲート金属膜で形成される。ゲート金属膜は、金属の
うち、最も低い比抵抗を有する銅（Ｃｕ）又は銅合金で形成された低抵抗金属膜を含む。
銅と混合される金属物質は、アルミニウム（Ａｌ）又はアルミニウム合金等のアルミニウ
ム系金属、銀（Ａｇ）や銀合金系金属、モリブデン（Ｍｏ）やモリブデン合金等のモリブ
デン系金属、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）、又はチタニウム（Ｔｉ）を含む金属を
含む。
【００１９】
　好ましくは、ゲート金属膜は、低抵抗金属膜と、低抵抗金属膜の下部に非晶質カーボン
膜（ａ－Ｃ：Ｈ）が形成された二重膜構造であるか、低抵抗金属膜の上部及び下部に非晶
質カーボン膜がそれぞれ形成された三重膜構造を有する。
【００２０】
　非晶質カーボン膜は、低抵抗金属膜と隣接した他の層との接着力を強化させ、又、他の
層に低抵抗金属イオン（例えば、銅イオン）が拡散することを防止する。これによって、
ゲート配線（ＧＬｎ－１、ＧＬｎ）と、ゲート電極１１１、及びストレージキャパシタの
第１電極１３１の金属配線不良を防止することができる。
【００２１】
　非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）は、ハイドロカーボン系ガス（例えば、メタン、エタ
ン、プロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のうちから選択された
１つの物質を使用してＰＥＣＶＤ（Ｐｌａｓｍａ－Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法で形成される。
【００２２】
　非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）の特性は、大面積に非常に均一に蒸着が可能で、蒸着
の厚さの調節が容易である。又、他の膜質とのエッチング選択比に優れ、フォトレジスト
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と類似の膜質特性を有する。このような特性を有することにより、非晶質カーボン膜を含
む金属膜で金属配線を製造する場合、製造工程の簡単化及び信頼性を有する。
【００２３】
　特に、窒素（Ｎ２）とアンモニア（ＮＨ３）を添加して、窒素イオンがドーピングされ
た非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））は、純水な非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）よ
り数十倍低い抵抗特性を有することにより、窒素イオンのドーピング量によって抵抗調節
が容易である。これによって、低抵抗金属配線の低抵抗特性を向上させることができる。
【００２４】
　ソース配線ＤＬｍと、ソース配線ＤＬｍから延長されたソース電極１１３とドレイン電
極１１４及びストレージキャパシタの第２電極１３２はソース金属層で形成される。
【００２５】
　ソース金属層は、金属のうち、最も低い比抵抗を有する銅（Ｃｕ）又は銅合金で形成さ
れた低抵抗金属膜と非晶質カーボン膜を含む。銅と混合される金属物質は、アルミニウム
（Ａｌ）又はアルミニウム合金等のアルミニウム系金属、銀（Ａｇ）や銀合金等の銀系金
属、モリブデン（Ｍｏ）やモリブデン合金等のモリブデン系金属、クロム（Ｃｒ）、タン
タル（Ｔａ）、又はチタニウム（Ｔｉ）を含む金属を含む。
【００２６】
　好ましくは、ソース金属層は、低抵抗金属膜と、非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）を含
む二重膜又は三重膜構造で形成される。非晶質カーボン膜は、低抵抗金属膜と隣接した他
の層との接着力を強化させ、又、他の層に低抵抗金属イオン（例えば、銅イオン）が拡散
することを防止する。
【００２７】
　具体的に、ソース金属層（ＤＬｍ－１、ＤＬｍ、１１３、１１４、１３２）の下部に形
成された非晶質シリコン層で形成されたチャンネル部１１２との接着力を強化させ、ソー
ス金属層の金属イオンがチャンネル部１１２に拡散することを防止する。又、非晶質カー
ボン膜が低抵抗金属膜の上部に形成される場合、ソース金属層（ＤＬｍ－１、ＤＬｍ、１
１３、１１４、１３２）の上部に形成される保護絶縁膜（ＳｉＮｘ）との接着力を強化さ
せる。
【００２８】
　これによって、ソース配線（ＤＬｍ－１、ＤＬｍ）と、ソース電極１１３、ドレイン電
極１１４、及びストレージキャパシタの第２電極１３２の金属配線不良を防止することが
できる。
【００２９】
　図２は、図１のアレイ基板を含む表示パネルをＩ－Ｉ’線に沿って切断した断面図であ
る。
　図１及び図２を参照すると、表示パネルは、アレイ基板１００と、カラーフィルタ基板
２００と、アレイ基板１００とカラーフィルタ基板２００との間に介在する液晶層３００
を含む。
【００３０】
　アレイ基板１００は第１ベース基板１０１を含み、第１ベース基板１０１上にはゲート
金属膜を蒸着及びパターニングしてスイッチング素子１１０のゲート電極１１１とゲート
配線ＧＬ及びストレージキャパシタＣＳＴの第１電極１３１を含むゲート金属パターンを
形成する。
【００３１】
　ゲート金属パターンは、第１ベース基板１０１上に形成された第１非晶質カーボン膜１
０２ａと、第１非晶質カーボン膜１０２ａ上に形成された第１低抵抗金属膜１０２ｂを含
む。
【００３２】
　第１非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）１０２ａは、ハイドロカーボン系ガス（例えば、
メタン、エタン、プロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のうちか
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ら選択された１つの物質を使用してＰＥＣＶＤ法で蒸着される。好ましくは、第１非晶質
カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）１０２ａは、窒素イオンがドーピングされた非晶質カーボン膜
（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））で形成される。
【００３３】
　ゲート金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上には、ゲート絶縁膜１０３が
形成される。ゲート絶縁膜１０３上には、チャンネル部１１２が形成される。チャンネル
部１１２は、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）で形成された活性層１１２ａ及びｎ＋イオ
ンが高濃度でドーピングされた非晶質シリコンで形成されたオーミックコンタクト層１１
２ｂを含む。
【００３４】
　チャンネル部１１２が形成された第１ベース基板１０１上には、ソース金属層を蒸着及
びパターニングしてソース配線ＤＬ、スイッチング素子１１０のソース電極１１３、ドレ
イン電極１１４、及びストレージキャパシタの第２電極１３２を含むソース金属パターン
を形成する。
【００３５】
　ソース金属パターンは、オーミックコンタクト層１１２ｂ及びゲート絶縁膜１０３上に
形成された第２非晶質カーボン膜１０４ａと、第２非晶質カーボン膜１０４ａ上に形成さ
れた第２低抵抗金属膜１０４ｂを含む。第２非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）１０４ａは
電界放出特性に優れた物質であって、スイッチング素子１１０の電流－電圧特性を低下さ
せない。
【００３６】
　又、第２非晶質カーボン膜１０４ａは、第２低抵抗金属膜１０４ｂとオーミックコンタ
クト層１１２ｂの接着力を向上させ、第２低抵抗金属膜１０４ｂが金属イオン（例えば、
銅イオン）がオーミックコンタクト層１１２ｂに拡散することを防止する。これによって
、ソース金属パターンの不良を防止する。
【００３７】
　第２非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）１０４ａは、ハイドロカーボン系ガス（例えば、
メタン、エタン、プロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のうちか
ら選択された１つの物質を使用して、プラズマ化学気相蒸着法で蒸着される。好ましくは
、第２非晶質カーボン膜１０４ａは、窒素（Ｎ２）とアンモニア（ＮＨ３）を添加して窒
素イオンがドーピングされた非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））で形成する。
【００３８】
　ソース金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上には、保護絶縁膜１０５が形
成される。保護絶縁膜１０５は、ドレイン電極１１４の一部領域を露出させるコンタクト
ホール１５０を含む。
【００３９】
　画素電極１７０は、コンタクトホール１５０を通じてドレイン電極１１４と電気的に連
結されるように画素部Ｐに形成される。
【００４０】
　カラーフィルタ基板２００は、第２ベース基板２０１、遮光パターン２１０、カラーフ
ィルタ層２３０、オーバーコーティング層２５０、及び共通電極層２７０を含む。カラー
フィルタ基板２００は第２ベース基板２０１を含み、第２ベース基板２０１上には画素部
Ｐに対応して内部空間を定義して漏洩光を遮断する遮光パターン２１０が形成される。
【００４１】
　カラーフィルタ層２３０は複数のカラーフィルタパターン（２３０－１、２３０－２）
を含み、内部空間に充填される。カラーフィルタ層２３０は、入射される光に応答して固
有の色光を発現する。好ましく、カラーフィルタ層２３０は、レッド、グリーン、及びブ
ルーのフィルタパターンを含む。
【００４２】
　オーバーコーティング層２５０は、カラーフィルタパターン（２３０－１、２３０－２
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）が形成された第２ベース基板２０１上に形成され、第２ベース基板２０１の平坦化を図
る。
【００４３】
　共通電極層２７０はオーバーコーティング層２５０上に形成され、アレイ基板１００の
画素電極１７０に対向する電極として共通電圧が印加される。これによって、画素電極１
７０を第１電極とし、共通電極層２７０を第２電極とする液晶キャパシタ（ＬＣＣ）が定
義される。
【００４４】
　液晶層３００は、アレイ基板１００の画素電極１７０と、カラーフィルタ基板２００の
共通電極層２７０によって印加される電界の強度に対応して液晶分子の配列角を変化させ
る。
【００４５】
　図３～図７は、図２に示した一実施形態によるアレイ基板の製造工程を説明するための
工程断面図である。
【００４６】
　図２及び図３を参照すると、第１ベース基板１０１上にゲート金属膜１０２を蒸着及び
パターニングしてゲート金属パターンを形成する。ゲート金属パターンは、ゲート配線Ｇ
Ｌ、ゲート電極１１１、ストレージキャパシタの第１電極１３１を含む。
【００４７】
　ゲート金属膜１０２は、第１非晶質カーボン膜１０２ａ及び第１低抵抗金属膜１０２ｂ
を含む。
【００４８】
　具体的には、第１ベース基板１０１上に第１非晶質カーボン膜１０２ａを蒸着する。第
１非晶質カーボン膜１０２ａは、ハイドロカーボン系ガス（例えば、メタン、エタン、プ
ロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のうちから選択された１つの
物質を使用して、プラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）方式で蒸着する。
【００４９】
　好ましくは、窒素（Ｎ２）とアンモニア（ＮＨ３）を添加して、窒素イオンがドーピン
グされた非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））を形成する。窒素イオンがドーピングさ
れた非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））は、純水な非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ）
より数十倍低い抵抗を有するので、低抵抗金属配線の形成時により容易である。
【００５０】
　第１非晶質カーボン膜１０２ａは、約１００Å～５００Åの厚みに蒸着される。第１非
晶質カーボン膜１０２ａが形成された第１ベース基板１０１上に第１低抵抗金属膜１０２
ｂを蒸着する。第１低抵抗金属膜１０２ｂは、スパッタリング方式で蒸着された銅（Ｃｕ
）又は銅合金物質である。
【００５１】
　ゲート金属膜１０２が形成された第１ベース基板１０１上にフォトレジストパターンを
形成してパターニングして、フォトレジストパターンＰＲを形成する。フォトレジストパ
ターンＰＲは、ゲート金属パターンが形成される領域、即ち、ゲート配線領域ＧＬＡ、ゲ
ート電極領域ＧＡ、及びストレージキャパシタの第１電極領域ＥＡに対応して形成する。
【００５２】
　フォトレジストパターンＰＲを利用して、ゲート金属膜１０２の第１低抵抗金属膜１０
２ｂをエッチングする。この後、酸素プラズマ（Ｏ２　Ｐｌａｓｍａ）を利用してフォト
レジストパターンＰＲを除去する。この際、フォトレジストパターンＰＲと類似の膜質特
性を有する第１非晶質カーボン膜１０２ａはフォトレジストパターンＰＲと同時に除去さ
れる。
【００５３】
　フォトレジストパターンＰＲ及び第１低抵抗金属膜１０２ｂが除去され部分的に露出し
た第１非晶質カーボン膜１０２ａが除去されることにより、ゲート金属パターンが完成さ
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れる。従って、第１非晶質カーボン膜１０２ａを除去するための別途の工程が不必要であ
る。
【００５４】
　このように形成されたゲート金属膜１０２は、第１低抵抗金属膜１０２ｂの下に第１非
晶質カーボン膜１０２ａが形成されることにより、第１低抵抗金属膜１０２ｂと第１ベー
ス基板１０１との間の接着力を向上させる。これによって金属配線の不良を防止すること
ができる。
【００５５】
　図２及び図４を参照すると、ゲート金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上
にゲート絶縁膜１０３を形成する。ゲート絶縁膜１０３は、プラズマ化学気相蒸着（ＰＥ
ＣＶＤ）方式を利用して窒化シリコン（ＳｉＮｘ）のような絶縁物質で約４０００Å程度
の厚みに形成する。
【００５６】
　ゲート絶縁膜１０３が形成された第１ベース基板１０１上にプラズマ化学気相蒸着（Ｐ
ＥＣＶＤ）方式を利用して、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）で形成された活性層１１２
ａ及びｎ＋イオンが高濃度でドーピングされた非晶質シリコンで形成されたオーミックコ
ンタクト層１１２ｂを順次に蒸着する。
【００５７】
　オーミックコンタクト層１１２ｂが形成された第１ベース基板１０１上にフォトレジス
トパターン（図示せず）を形成し、フォトレジストパターン（図示せず）を利用して活性
層１１２ａ及びオーミックコンタクト層１１２ｂをパターニングして、スイッチング素子
１１０のチャンネル部１１２を形成する。
【００５８】
　図２、図５、及び図６を参照すると、チャンネル部１１２が形成された第１ベース基板
１０１上にソース金属層１０４を蒸着及びパターニングしてソース金属パターンを形成す
る。ソース金属パターンは、ソース配線ＤＬｍ、ソース電極１１３、ドレイン電極１１４
、及びストレージキャパシタの第２電極１３２を含む。
【００５９】
　ソース金属層１０４は、第２非晶質カーボン膜１０４ａと第２低抵抗金属膜１０４ｂを
含む。
【００６０】
　第２非晶質カーボン膜１０４ａをプラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）方式で約１００
Å～５００Åの厚みに蒸着して、第２非晶質カーボン膜１０４ａ上に第２低抵抗金属膜１
０４ｂをスパッタリング方式で蒸着する。
【００６１】
　第２非晶質カーボン膜１０４ａは、ハイドロカーボン系ガス（例えば、メタン、エタン
、プロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のうちから選択された１
つの物質を使用して、プラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）方式で蒸着される。好ましく
は、窒素がドーピングされた非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））を形成する。窒素イ
オンがドーピングされた非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））は純水な非晶質カーボン
膜（ａ－Ｃ：Ｈ）より数十倍低い抵抗を有するので、低抵抗金属配線の形成時により容易
である。
【００６２】
　第２低抵抗金属膜１０４ｂは、スパッタリング方式で第２非晶質カーボン膜１０４ａが
蒸着された第１ベース基板１０１上に銅又は銅合金物質で蒸着される。
【００６３】
　ソース金属層１０４が形成された第１ベース基板１０１のフォトレジストパターンを形
成し、ソース金属パターンが形成された領域に対応してフォトレジストパターンＰＲを形
成する。フォトレジストパターンＰＲは、ソース配線領域ＤＬＡ、ソース電極領域ＳＡ、
ドレイン電極領域ＤＡに対応して形成される。ドレイン電極領域ＤＡは、ストレージキャ
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パシタの第２電極領域を含む。
【００６４】
　フォトレジストパターンＰＲを利用してソース金属層１０４の第２低抵抗金属膜１０４
ｂをパターニングする。
【００６５】
　その後、酸素プラズマ（Ｏ２　Ｐｌａｓｍａ）を利用してフォトレジストパターンＰＲ
を除去する。フォトレジストパターンを除去する工程において、スイッチング素子１１０
のチャンネル領域ＣＨに露出した第２非晶質カーボン膜１０４ａを同時に除去する。即ち
、第２非晶質カーボン膜１０４ａはフォトレジストパターンＰＲと類似の膜質特性を有す
ることにより、別途の除去工程が不必要である。
【００６６】
　第２非晶質カーボン膜１０４ａは、オーミックコンタクト層１１２ｂと接触しソース及
びドレイン電極１１３、１１４とオーミックコンタクト層１１２ｂとの間の接着力を向上
させる。又、第２非晶質カーボン膜１０４ａは、第２低抵抗金属膜１０４ｂの銅イオンが
オーミックコンタクト層１１２ｂに拡散することを防止する。これによって、第２低抵抗
金属膜１０４ｂの銅イオンとチャンネル部１１２のシリコンイオンとの間の反応を防止し
て下部膜間の接着力を向上させる。これによって金属配線の不良を防止することができる
。
【００６７】
　図１及び図７を参照すると、ソース金属パターンであるソース及びドレイン電極１１３
、１１４をマスクとして露出したオーミックコンタクト層１１２ｂを除去してスイッチン
グ素子１１０のチャンネル部１１２を完成させる。
【００６８】
　ソース金属パターンが形成された第１ベース基板１０１上に保護絶縁膜１０５を形成す
る。保護絶縁膜１０５は、プラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）方式を通じて窒化シリコ
ン（ＳｉＮｘ）のような絶縁物質で約１０００Å程度の厚みに形成する。
【００６９】
　保護絶縁膜１０５にコンタクトホール１５０を形成してドレイン電極１１４の一部領域
を露出させる。その後、コンタクトホール１５０が形成されたベース基板１０１上に透明
導電性物質を蒸着及びパターニングして画素電極１７０を形成する。透明導電性物質は、
インジウム－ティン－オキサイド（ＩＴＯ）、インジウム－亜鉛－オキサイド（ＩＺＯ）
、又はインジウム－ティン－亜鉛オキサイドを含む。画素電極１７０は、コンタクトホー
ル１５０を通じてドレイン電極１１４と電気的に接触し、スイッチング素子１１０がター
ンオンする時、画素電圧が印加される。
【００７０】
　上述では、ゲート金属膜及びソース金属層を非晶質カーボン膜と低抵抗金属膜で形成す
る場合を例として挙げたが、非晶質カーボン膜の膜質特性上、シリコン系の物質と接着力
に優れた点及び銅イオンの拡散を防止する点等を考慮する時、非晶質カーボン膜は、ソー
ス金属層で形成することが好ましい。又、上述では低抵抗金属膜の下部に非晶質カーボン
膜を形成する二重膜構造を例として挙げたが、低抵抗金属膜の下部及び上部のそれぞれに
非晶質カーボン膜を形成する三重膜構造で形成することができるのは当然である。
【００７１】
　図８～図１１は、図２に示したアレイ基板の他の実施形態による製造工程を説明するた
めの工程断面図である。
【００７２】
　図８を参照すると、第１ベース基板４０１上にゲート金属膜を蒸着及びパターニングし
てゲート金属パターンを形成する。ゲート金属膜は銅又は銅合金物質であって、スパッタ
リング工程によって第１ベース基板４０１上に蒸着される。ゲート金属パターンは、ゲー
ト配線ＧＬ、ゲート電極４１１、及びストレージキャパシタの第１電極４３１を含む。勿
論、図３に示したように、ゲート金属膜の低抵抗金属膜と非晶質カーボン膜を含む二重膜
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構造又は三重膜構造に形成することができる。
【００７３】
　ゲート金属パターンが形成された第１ベース基板４０１上にプラズマ化学気相蒸着（Ｐ
ＥＣＶＤ）方式を利用して、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）のような絶縁物質でゲート絶縁膜
４０３を形成する。
【００７４】
　ゲート絶縁膜４０３上にプラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）方式によって非晶質シリ
コン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）で形成された活性層４１２ａと、ｎ＋イオンが高濃度でドーピング
された非晶質シリコンで形成されたオーミックコンタクト層４１２ｂ及び非晶質カーボン
膜４０４ａを順次に蒸着する。非晶質カーボン膜４０４ａは約１００Å～５００Åの厚み
に蒸着する。
【００７５】
　非晶質カーボン膜４０４ａは、ハイドロカーボン系ガス（例えば、メタン、エタン、プ
ロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のうちから選択された１つの
物質を使用して形成される。好ましくは、低抵抗特性を強化させるためには、非晶質カー
ボン膜４０４ａは、窒素イオンがドーピングされた非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ）
）で形成する。
【００７６】
　非晶質カーボン膜４０４ａが形成された第１ベース基板４０１上にフォトレジストパタ
ーン（図示せず）を形成して、フォトレジストパターン（図示せず）を利用して活性層４
１２ａ、オーミックコンタクト層４１２ｂ、及び非晶質カーボン膜４０４ａをエッチング
してスイッチング素子４１０（図１０、図１１参照）のチャンネル部４１２を形成する。
この際、好ましくは酸素プラズマを利用してエッチング工程を実施して、活性層４１２ａ
、オーミックコンタクト層４１２ｂ、及び非晶質カーボン膜４０４ａを同時にエッチング
する。
【００７７】
　図９及び図１０を参照すると、チャンネル部４１２が形成された第１ベース基板４０１
上にソース金属層４０４ｂを蒸着及びパターニングしてソース金属パターンを形成する。
ソース金属層４０４ｂは銅又は銅合金物質で形成され、ソース金属パターンはソース配線
ＤＬｍ、ソース電極４１３、ドレイン電極４１４、及びストレージキャパシタの第２電極
４３２を含む。
【００７８】
　具体的には、ソース金属層４０４ｂが蒸着された第１ベース基板４０１上にフォトレジ
ストパターンを形成し、ソース金属パターンが形成される領域に対応したフォトレジスト
パターンＰＲを形成する。フォトレジストパターンＰＲは、ソース配線領域ＤＬＡ、ソー
ス電極領域ＳＡ、ドレイン電極領域ＤＡに対応して形成される。ドレイン電極領域ＤＡは
、ストレージキャパシタの第２電極領域を含む。
【００７９】
　フォトレジストパターンＰＲを利用して、ソース金属層４０４ｂをパターニングする。
以後、酸素プラズマを利用してフォトレジストパターンＰＲを除去する工程でフォトレジ
ストパターンＰＲと類似の膜質特性を有する非晶質カーボン膜４０４ａを同時に除去する
。即ち、非晶質カーボン膜４０４ａを除去するための別途の製造工程が不必要である。
【００８０】
　フォトレジストパターンＰＲが形成されないスイッチング素子４１０のチャンネル領域
ＣＨの露出した非晶質カーボン膜４０４ａが除去され、これによって、チャンネル部４１
２のオーミックコンタクト層４１２ｂが露出する。
【００８１】
　図１０に示すように、ソース及びドレイン電極４１３、４１４をマスクとして露出した
オーミックコンタクト層４１２ｂを除去して、スイッチング素子４１０を完成させる。
【００８２】
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　ソース及びドレイン電極４１３、４１４の下部に形成された非晶質カーボン膜４０４ａ
はオーミックコンタクト層４１２ｂと接触し、ソース及びドレイン電極４１３、４１４と
オーミックコンタクト層４１２ｂとの間の接着力を向上させる。又、非晶質カーボン膜４
０４ａは、ソース及びドレイン電極４１３、４１４内に含まれた銅イオンがオーミックコ
ンタクト層４１２ｂに拡散することを防止する。これによって、ソース及びドレイン電極
４１３、４１４の銅イオンとチャンネル部４１２のシリコンイオン間の反応を防止して、
下部膜間の接触力を向上させる。従って、金属配線の不良を防止することができる。
【００８３】
　図１１を参照すると、ソース金属パターンが形成された第１ベース基板４０１上に窒化
シリコン（ＳｉＮｘ）のような絶縁物質で保護絶縁膜４０５を形成する。保護絶縁膜４０
５にコンタクトホール４５０を形成して、ドレイン電極４１４の一部領域を露出させる。
その後、コンタクトホール４５０が形成された第１ベース基板４０１上に透明導電性物質
を蒸着及びパターニングして画素電極４７０を形成する。これによって、画素電極４７０
は、コンタクトホール４５０を通じてドレイン電極４１４と電気的に接触する。
【００８４】
　上述では、スイッチング素子４１０のチャンネル部４１２と接触するソース及びドレイ
ン電極４１３、４１４の下部にのみ非晶質カーボン膜を形成する場合を例として挙げたが
、ゲート金属膜及びソース金属層に非晶質カーボン膜を含む二重膜構造又は三重膜構造で
形成することができるのは当然である。
【００８５】
　図１２～図１５は、図２に示したアレイ基板の更に他の実施形態による製造工程を説明
するための工程断面図である。
【００８６】
　図１２を参照すると、第１ベース基板５０１上にゲート金属膜を蒸着及びパターニング
してゲート金属パターンを形成する。ゲート金属膜は銅又は銅合金物質であって、スパッ
タリング工程によって第１ベース基板４０１上に蒸着される。ゲート金属パターンは、ゲ
ート配線ＧＬ、ゲート電極５１１、及びストレージキャパシタの第１電極５３１を含む。
勿論、図３に示したように、ゲート金属膜を非晶質カーボン膜と低抵抗金属膜とで形成す
ることができる。
【００８７】
　ゲート金属パターンが形成された第１ベース基板５０１上にプラズマ化学気相蒸着（Ｐ
ＥＣＶＤ）方式を利用して窒化シリコン（ＳｉＮｘ）のような絶縁物質でゲート絶縁膜５
０２を形成する。
【００８８】
　図１３を参照すると、ゲート絶縁膜５０２上に非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）で形成
された活性層５０３ａ、ｎ＋イオンが高濃度でドーピングされた非晶質シリコンで形成さ
れたオーミックコンタクト層５０３ｂ、第１非晶質カーボン膜５０４ａ、銅又は銅合金物
質で形成された低抵抗金属膜５０４ｂ、及び第２非晶質カーボン膜５０４ｃを順次に蒸着
する。第１及び第２非晶質カーボン膜５０４ａ、５０４ｃは約１００Å～５００Åの厚み
に蒸着する。
【００８９】
　第１及び第２非晶質カーボン膜５０４ａ、５０４ｃは、ハイドロカーボン系ガス（例え
ば、メタン、エタン、プロパン、ブタン、アセチレン、プロペン、及びｎ－ブタン）のう
ちから選択された１つの物質を使用して、プラズマ化学気相蒸着（ＰＥＣＶＤ）方式で蒸
着される。好ましくは、窒素（Ｎ２）とアンモニア（ＮＨ３）を添加して、窒素イオンが
ドーピングされた低抵抗非晶質カーボン膜（ａ－Ｃ：Ｈ（Ｎ））で形成する。
【００９０】
　活性層５０３ａ、及びオーミックコンタクト層５０３ｂはスイッチング素子のチャンネ
ル部を形成するためのチャンネル層５０３で、第１非晶質カーボン膜５０４ａ、低抵抗金
属膜５０４ｂ、及び第２非晶質カーボン膜５０４ｃは、ソース金属パターンを形成するた
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めのソース金属層５０４である。ソース金属パターンは、ソース配線、ソース電極、ドレ
イン電極、及びストレージキャパシタの第２電極を含む。
【００９１】
　次に、第２非晶質カーボン膜５０４ｃが形成された第１ベース基板５０１上にフォトレ
ジストパターンを形成し、ソース金属パターンが形成される領域に対応してフォトレジス
トパターンＰＲを形成する。フォトレジストパターンＰＲは、ソース配線領域ＤＬＡ、ソ
ース電極領域ＳＡ、及びドレイン電極領域ＤＡに形成される。ドレイン電極領域ＤＡは、
ストレージキャパシタの第２電極領域を含む。
【００９２】
　フォトレジストパターンＰＲを利用してソース金属層５０４をウェットエッチングして
パターニングした後、チャンネル層５０３をドライエッチングしてパターニングしてソー
ス金属パターンを形成する。
【００９３】
　図１４を参照すると、前記エッチング工程によって第１ベース基板５０１上にはソース
配線ＤＬｍ、ソース電極５１３、ドレイン電極５１４、及びストレージキャパシタ５３０
の第２電極５３２が形成される。即ち、ソース金属層５０４の第２非晶質カーボン膜５０
４ｃ及び低抵抗金属膜５０４ｂは、エッチング工程によって同時にエッチングされる。こ
れによって、ソース及びドレイン電極５１３、５１４によって定義されたチャンネル領域
ＣＨには第１非晶質カーボン膜５０４ａが露出する。以後、酸素プラズマを利用したフォ
トレジストパターンＲＰを除去する工程でスイッチング素子のチャンネル領域ＣＨに露出
した第１非晶質カーボン膜５０４ａが同時に除去される。
【００９４】
　図１５を参照すると、チャンネル領域ＣＨの第１非晶質カーボン膜５０４ａが除去され
ることにより、チャンネル部５１２のオーミックコンタクト層５０３ｂが露出する。その
後、ソース及びドレイン電極５１３、５１４をマスクとして露出したオーミックコンタク
ト層５０３ｂを除去して、スイッチング素子５１０を完成させる。
【００９５】
　ソース金属パターンが形成された第１ベース基板５０１上に窒化シリコン（ＳｉＮｘ）
のような絶縁物質で保護絶縁膜５０５を形成する。保護絶縁膜５０５にコンタクトホール
５５０を形成して、ドレイン電極５１４の一部領域を露出させる。
【００９６】
　保護絶縁膜５０５にコンタクトホールを形成する工程は、ドライエッチング工程を通じ
て行われ、この際、酸素プラズマを利用してドレイン電極５１４上に形成された第２非晶
質カーボン膜５０４ｃを除去する。これによってドレイン電極５１４の低抵抗金属膜５０
４ｂを露出させる。
【００９７】
　その後、コンタクトホール５５０が形成された第１ベース基板５０１上に透明導電性物
質を蒸着及びパターニングして画素電極５７０を形成する。これによって画素電極５７０
は、コンタクトホール５５０を通じてドレイン電極５１４と電気的に接触する。
【００９８】
　上述のように、低抵抗金属膜の下部及び上部に非晶質カーボン膜をそれぞれ形成するこ
とにより、低抵抗金属膜の下部膜であるオーミックコンタクト層との接着力向上及び銅イ
オンの拡散防止を図ることができる。又、低抵抗金属膜の上部膜である保護絶縁膜との接
着力を向上させることができる。
【００９９】
　以上の実施形態ではゲート金属膜が低抵抗金属膜の下部に非晶質カーボン膜が形成され
ることのみを例示したが、図１２～図１５で説明したソース金属層のように低抵抗金属膜
の上部及び下部にそれぞれ非晶質カーボン膜を形成することもできる。
【０１００】
　このような三重膜構造では、ゲート金属膜の上部に形成された非晶質カーボン膜は、ゲ



(12) JP 5254544 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

ート金属パターンが形成される時に低抵抗金属膜と共にエッチングされて除去され、下部
に形成された非晶質カーボン膜はフォトレジストパターンが除去される時に同時に除去さ
れる。
【０１０１】
　一方、一般的にゲート金属パターンの上部には、シリコン窒化物質（ＳｉＮｘ）で形成
されたゲート絶縁膜が形成されることを考慮する時、ゲート金属パターンはゲート絶縁膜
との接着力を向上させるために、低抵抗金属膜の上部に非晶質カーボン膜が形成されるゲ
ート金属膜で形成されることが好ましい。このように低抵抗金属膜の上部に非晶質カーボ
ン膜が形成される場合には、ゲート金属パターンを形成するエッチング工程で上部の非晶
質カーボン膜が低抵抗金属膜と同時にエッチングされる。
【０１０２】
　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の一実施形態によるアレイ基板の平面図である。
【図２】図１のアレイ基板を含む表示パネルをＩ－Ｉ’線に沿って切断した断面図である
。
【図３】図２に示したアレイ基板の一実施形態による製造工程を説明するための工程断面
図である。
【図４】図２に示したアレイ基板の一実施形態による製造工程を説明するための工程断面
図である。
【図５】図２に示したアレイ基板の一実施形態による製造工程を説明するための工程断面
図である。
【図６】図２に示したアレイ基板の一実施形態による製造工程を説明するための工程断面
図である。
【図７】図２に示したアレイ基板の一実施形態による製造工程を説明するための工程断面
図である。
【図８】図２に示したアレイ基板の他の実施形態による製造工程を説明するための工程断
面図である。
【図９】図２に示したアレイ基板の他の実施形態による製造工程を説明するための工程断
面図である。
【図１０】図２に示したアレイ基板の他の実施形態による製造工程を説明するための工程
断面図である。
【図１１】図２に示したアレイ基板の他の実施形態による製造工程を説明するための工程
断面図である。
【図１２】図２に示したアレイ基板の更に他の実施形態による製造工程を説明するための
工程断面図である。
【図１３】図２に示したアレイ基板の更に他の実施形態による製造工程を説明するための
工程断面図である。
【図１４】図２に示したアレイ基板の更に他の実施形態による製造工程を説明するための
工程断面図である。
【図１５】図２に示したアレイ基板の更に他の実施形態による製造工程を説明するための
工程断面図である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０１、４０１、５０１　　第１ベース基板
　１１０、４１０、５１０　　スイッチング素子
　１０２ａ、５０４ａ　　第１非晶質カーボン膜
　１０２ｂ　　第１低抵抗金属膜
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　１０４ａ、５０４ｃ　　第２非晶質カーボン膜
　１０４ｂ　　第２低抵抗金属膜
　１１１、４１１、５１１　　ゲート電極
　１１２ａ、４１２ａ、５０３ａ　　活性層
　１１２ｂ、４１２ｂ、５０３ｂ　　オーミックコンタクト層
　１１３、４１３、５１３　　ソース電極
　１１４、４１４、５１４　　ドレイン電極
　１７０、４７０、５７０　　画素電極
　ＰＲ　　フォトレジストパターン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(17) JP 5254544 B2 2013.8.7

【図１５】
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